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現在のコンピュータは揮発性(電源を切れば情報
が失われる)半導体デバイスにより構成されてい
るため、消費電力の8 ～ 9割は待機中に消費し
てしまっている。その抜本的な省電力化のために
は、革新的な動作原理に基づく新デバイスを開
発し「不揮発性エレクトロニクス」へのパラダイ
ムシフトが必要である。

次世代半導体材料であるp型Geの中へ室温で電子スピン情報を入力
世界で初めて次世代半導体材料のp型ゲルマニウムの中へ、室温で磁性体のスピン情報を入
力することに世界で初めて成功した。本成果は、不揮発的に情報記憶可能な「スピントランジ
スタ」の実現に繋がるものである。今後は、さらに電子スピン入力の高効率化に取り組み、ゲ
ルマニウム基スピントランジスタの実現を目指す。

スピントロニクスは電子の持つ磁石の性質(スピ
ン)を積極的に利用して新機能を生み出す新しい
技術分野である。本研究では、この新技術を電
子の電荷のみが利用されてきた半導体デバイス
に大胆に導入することにより、従来技術では困
難であった消費電力の劇的な削減を目指す。
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受賞：2013年度応用物理学会論文賞、応用物理学会

（2013年9月)、受賞者：揖場聡(研究協力者）
新聞：科学工業日報「室温でスピン情報入力」(2012年
5月10日)、日刊工業新聞「室温で磁性体のスピン情報、
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次世代半導体材料であるp型ゲルマニウム
中へ電子スピン情報を室温で入力できたこと
は、スピントランジスタの実現に繋がるもので
あり、将来の超省電力「ノーマリー・オフ・コ

ンピュータ」の実現に大きく貢献できると期待
される。

Geへのスピン入力を観測するための素子の模式図。ス
ピン入力のための電極は鉄と酸化マグネシウムから構成
される。鉄からGeへ電流を流すことによって、Geに鉄
のスピン情報が入力される。

素子電圧の外部磁場に対する応答。赤丸が実験デー
タを示す。ゲルマニウム中に電子スピン情報が入力され
たことを示すハンル効果が確認された。


